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(57) Abstract: The invention relates to a 
method for producing a plurality of semi-con- 
ductor chips, especially radiation-emitting 
semi-conductor chips. Said chips comprise, 
respectively, at least one epitaxially produced 
functional stack of semi-conductor chips. 
Said method comprises the following steps: 
disposing an epitaxial growth substrate 
wafer (1), which is essentially made of a 
semi-conductor material which constituteis the 
same or similar semi-conductor material system 
in terms of grid parameters as the system 
on which a semi-conductor layer sequence 
for the functional semi-conductor stack is 
based; forming a separation area (4) which is 
parallel to a main surface (100) of the epitaxial 
growth substrate wafer (1) in said wafer (I), 
connecting the epitaxial growth substrate wafer 
(1) to an auxiliary support wafer (2), separating 
an opposite section (11) of the epitaxial 
growth substrate wafer (1) with respect to the 
separation area (4), from the auxiliary support wafer (2) along said separation area (4), foiming an epitiaxial growth surface on the 
section (12) of the epitaxial growth support surface remaining on the auxiliaiy support wafer (2) for a subsequent epitaxial growth 
of the semi-conductor layer sequence; epitaxial growth of the semi-conductor layer sequence (5) on the epitaxial growth surface, 
depositing a chip substrate wafer on the semi-conductor layer sequence; separating the auxiliary support wafer (2), and dividing the 
composite semi-conductor layer sequence and chip substrate wafer (7) into individually separated semi-conductor chips. 

(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Herstellen einerMehrzahl von Halbleitochips, insbesondere von strahlungsemittierenden 
Halbleiteichips, mit jeweils mindestens einem epitaktisch heigestellten funktionellen Halbleiterschichtstapel, das folgende Verfah- 
rensschrine umfaBt: - Bereitstellen eines Aufwachssubstratwafers (1), der im Wesentlichen Halbleitermaterial aus einem hinsichtlich 
Gitterparameter gleichen oder Mhnlichen Halbleitennaterialsystem omfaBt wie dasjenige, auf dem eine Halbleiterschichtenfolge fUr 
die funktionellen Halbleiterschichtstapel basiert. - Ausbilden einer parallel zu einer Hauptflache (100) des Aufwachssubstratwafers 

(1) liegende Trcnnzone (4) im Aufwachssubstralwafer (1), - Veibinden des Aufwachssubslratwafeis (1) mit einem Hilfslragerwafer 

(2) , - Abtrennen eines aus Sicht der Trennzone (4) vom Hilfstr&gerwafer (2) abgewandten 

[Fortsetzung tiuf der ndchsien Seite] 
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— mit imemationalem Recherchenberidtt 
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des and Abbreviations") am Anfangjeder reguldren Ausgabe der 
PCT-Cazette verwieserL 



Teiles (11) des Aufwachssubstratwafers (I) enUang der Trennzone (4), - Ausbilden einer AufwachsflSche auf dem auf dem Hilf- 
sti^gerwafer (2) verbliebenen Teil ( 1 2) des Aufwachssubstratwafers filr ein nachfolgendes epitaktisches Aufwachscn cincr Halbleit- 
erschichtenfolge. - Epitaktisches Aufwachsen der HaJbleiterschichtenfolge (5) auf die AufwachsHache, - Aufbringen eines Chipsub- 
stratwafers aufdie Halbleiler-schichtenfolge, - Abtrennen des Hilfstragerwafers (2). und - Vereinzeln des Veibundes von Halbleit- 
erecWchienfolge und Chipsubstraiwafcr (7) zu voneinander gelrennlen Halbleiterchips. 
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Beschreibung 

Verfahren zum Herstellen von Halbleiterchips 

5 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen einer 
Mehrzahl von Halbleiterchips, insbesondere von strahlungs- 
emittierenden Halbleiterchips, mit jeweils mindestens einem 
epitaktisch hergestellten funktionellen Halbleiterschichtsta- 
pel. 

10 

Die vorliegende Patentanmeldung nimmt die Prioritat der Deut- 
schen Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 103 28 543.1 (Pri- 
oritat sdatum: 24.06.2003) in Anspruch, deren Of f enbarungsge- 
halt hiermit durch Ruckbezug in diese Anmeldung aufgenommen 
15 wird. 

Fur die Erhohung des intemen Wirkungsgrades von auf Nitrid- 
Ill/V-Verbindungshalbleitermaterial basierenden strahlungs- 
emittierenden Halbleiterstrukturen, insbesondere von auf GaN- 

20 Halbleitermaterial basierenden strahlungsemittierenden Halb- 
leiterstrukturen, ist eine der Hauptvoraussetzungen die Redu- 
zierung der Defektdichte im Nitrid-Halbleitermaterial . Dafur 
ist die vielversprechendste Methode die Bereitstellung von 
Aufwachsoberf lachen aus dem gleichen Material system wie die 

25 jeweilig epitaktisch auf zuwachsende strahlungsemittierende 
Halbleiterstruktur, In vielen Fallen sind entsprechende Sub- 
strate nur schwer verfugbar und uberdies nur mit hohem tech- 
nischen Aufwand herstellbar und daher deutlich teurer als die 
iiblicherweise verwendeten alternativen Substrate, wie bei- 

30 spielsweise aus SiC-Substrate und Saphir- Substrate fur auf 
GaN basierende strahlungsemittierende Halbleiterstrukturen. 

Unter die Gruppe von auf Nitrid-IIl/V- 

Verbindungshalbleitermaterial basierenden strahlungsemittie- 
35 renden Halbleiterstrukturen fallt im vorliegenden Zusammen- 
hang insbesondere jede fUr ein strahlungsemittierendes Halb- 
leiterbauelement geeignete Halbleiterstruktur, die eine 
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Schichtenfolge aus unterschiedlichen Einzelschichten aufweist 
und die mindestens eine Einzelschicht enthalt, die ein Nit- 
rid- II I/V-Verbindungshalbleitermaterial, vorzugsweise aua dem 
Nitrid-III/V-Verbindungshalbleitermaterialsystem InxAlyGai-x-yN 
5 mit O^x^l, 0<y^l und x+y ^ 1, aufweist. Dies schlieSt 
natCirlich nicht aus, dass neben In, Al und/oder Ga und N in 
der Zusammensetzung auch weitere Elemente enthalteri sein kon- 
nen- Eine solche Halbleiterstruktur kann beispielsweise einen 
herkommlichen pn-Ubergang, eine Doppelheterostruktur, eine 
10 Einf ach-Quantentopf struktur (SQW-Struktur) oder eine Mehr- 
f ach-Quantentopf struktur (MQW-Strukur) auf weisen . Solche 
Strukturen sind dem Fachmann bekannt und werden von daher an 
dieser Stelle nicht naher erlautert. 

15 Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein 

Verfahren zum Herstellen von Halbleiterchips bereitzustellen, 
das mit m6glichst geringem Sxobstrataufwand ein Aufwachsen der 
gewiinschten Halbleiterschichtfolge auf einer Aufwachsoberf la- 
che aus dem gleichen oder einem Shnlichen Materialsystem wie 

20 dasjenige, aus dem die jeweils epitaktisch auf zuwachsende 
Halbleiterschichtenfolge staramt, ernmoglicht, 

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den Merkmalen des 
Patentanspruches 1 gelost. 

25 

Vorteilhafte Ausgestaltungen des Verfahrens sind in den Un- 
teranspruchen 2 bis 16 angegeben, 

Bei einem Verfahren gemaS der Erfindung wird ein Aufwachs- 
30 substratwafer mit einem Hilf stragerwaf er verbunden. Der Auf- 
wachssubstratwafer umfaSt dabei im Wesent lichen Halbleitearma- 
terial aus einem insbesonderer hinsichtlich Gitterparameter 
gleichen oder ahnlichen Halbleitermaterialsystem wie dasjeni- 
ge, auf dem die Halbleiterschichtfolge fur die f unktionellen 
35 Halbleiterschichtstapel basiert. Der Hilf stragerwafer ist fur 
energiereiche elektromagnetische Strahlung, insbesondere f<ir 
Laserstrahlung durchlSssig. 
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Im Aufwachssubstratwafer wird eine parallel zur Verbindungs- 
ebene zwischen dem Aufwachssubstratwafer und dem Hilf strager- 
wafer liegende Trennzone ausgebildet, entlang der nach dem 
5 Aufbringen auf den Hilf stragerwaf er ein Teil des Aufwachs- 
substratwafers abgetrennt wird, so dass auf dem Hilfstr&ger- 
wafer nur noch ein Teil des Aufwachssubstratwafers verbleibt. 
Der abgetrennte Teil des Aufwachssubstratwafers kann vorteil- 
hafterweise fur die Herstel lung von weiteren Hilf stragerwa- 
10 fer/Aufwachssubstratwafer-Verbunden verwendet werden. 

Nach dem teilweisen Abtrennen des Aufwachssubstratwafers wird 
die Trennflache des auf dem Hilf stragerwaf er verbliebenen 
Teiles des Aufwachssubstratwafers zu einer Aufwachsf loiche fOr 
15 ein nachfolgendes epitaktisches Aufwachsen einer Halbleiter- 
schichtenfolge der Halbleiterschichtstapel ausgebildet. 

Auf diese Aufwachsoberf lache wird wiederum nachfolgend die 
Halbleiterschichtfolge fur die Halbleiterschichtstapel epi- 
20 taktisch aufgewachsen. 

Nach diesen Verf ahrensschritten wird auf die Halbleiter- 
schichtenfolge ein Chipsubstratwaf er aufgebracht und der 
HilfstrSgerwafer abgetrennt. 

25 

Vor dem Aufbringen des Chipsubstratwaf ers auf die Halbleiter- 
schichtenfolge kann, falls vorgesehen, eine metallische Kon- 
taktschicht und/oder, wie fur die Herstellung von Diinn- 
schicht-Leuchtdiodenchips erf orderlich, eine ref lektierende 
30 Schicht Oder Schichtenfolge aufgebracht. 

SchlielSlich konnen auf die Halbleiterschichtenfolge auf ihrer 
vom Chipsubstratwafer abgewandten Seite elektrische Kontakt- 
schichten, beispielsweise in Form von Kontakt- 
35 Metallisierungen aufgebracht werden, bevor dann der Verbund 
von Halbleiterschichtenfolge und Chipsubstratwafer zu vonein- 
ander getrennten Halbleiterchips vereinzelt wird. 
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Bei einer zweckmaiSigen Ausfuhrungsf orm wird bereits vor dem 
Aufbringen des Chipsubstratwafers die Halbleiterschichtenf ol 
ge zu einer Mehrzahl von nebeneinander aiif dem Hilf strSigerwa 
5 fer angeordneten epitaktischen Halbleiterschichtstapeln 

strukturiert . Danach k6nnen zumindest Flanken der epitakti- 
schen Halbleiterschichtstapel zumindest teilweise mit Pasei- 
vierungsmaterial yersehen, werden, Weiterhin kann bei Bedarf 
vor dem Aufbringen des Chipsubstratwafers die epitaktische 
10 Halbleiterschichtenfolge mit einer elektrischen Kontakt- 
schicht yersehen werden. 

Die Trennzone wird bevorzugt mittels lonen- Implantation, bei 
spielsweise von Wasserstoff , erzeugt. 

15 

Das Trennen des Verbxindes aus Hilf strigersubstrat xind Auf- 
wachssxibstrat entlang der Trennzone erfolgt vorzugsweise mit 
tels thermischem Absprengen. Ein solches Verfahren ist bei- 
spielsweise aus der US 5,374,564 und aus der US 6,103,597 be 
20 kannt, deren Of f enbarungsgehalt insofern hiertnit zur Riickbe- 
zug aufgenomraen wird. 

Nach dem Aufbringen der Halbleiterschichtfolge, ggf . deren 
weiterer Prozessierung und dem Aufbringen des Chipsubstratwa 
25 fers erfolgt ein Abtrennen des Hilf stragerwaf ers . Dies wird 
bevorzugt mittels eines Laser-Abhebeverf ahrens durchgef Ghrt . 
Der Hilf strSgerwafer wird dabei im Wesentlichen vollst&ndig 
von der Halbleiterschichtenfolge bzw. von den Halbleiter- 
schichtstapeln abgetrennt. 

30 

Unter „im Wesentlichen vollstandig'' ist zu verstehen, dass 
der Hilf stragerwaf er insoweit abgetrennt wird, dass auf der 
Halbleiterschichtenfolge bzw. auf den Halbleiterschichtsta- 
peln nur noch solche Rests des Hilf stragerwaf ers verbleiben, 
35 die keine .oder nur eine vernachlSssigbar geringe BeeintrSch- 
tigung der Halbleiterschichtenfolge bzw. der Halbleit-er- 
schichtstapel hervorrufen konnen. Vorzugsweise wird der 
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Hilf stragerwafer vollstandig abgetrennt. 

Der Hilfstr&gerwafer ist beispielsweise fiir elektromagneti- 
sche Strahlung mit Wellenlangen unterhalb von 360 nm durch- 
5 lasslg ist. 

Der Hilf stragerwafer ist hinsichtlich seines thermischen Aus- 
dehnungskoef f izienten vorzugsweise an den Aufwachssxibstratwa- 
fer angepasst. 

10 

Der Hilf stragerwafer muss vorteilhaf terweise bei einem Ver- 
fahren gemaS der Erfindung nicht moglichst einkristallin sein 
and ist vorzugsweise polykristallin. 

15 Die Verbindung zwischen dem Aufwachssubstratwafer und dem 
Hilf stragerwafer kann mit Vorteil vermittels Siliziumoxid 
hergestellt werden. 

Bei einer Halbleiterschichtenfolge auf der Basis von GaN ba- 
20 siert das Material des Aufwachssubstratwafers vorzugsweise 
ebenfalls auf GaN. Der Hilf stragerwafer kann dabei vorzugs- 
weise aus Saphir und/oder AIN bestehen. 

Die Aufwachsflache fCir die Halbleiterschichtfolge wird mit 
25 Vorteil mittels Atzen und/oder Schleifen fiir das epitaktische 
Aufwachsen prSpariert, 

Ein Verfahren gemSfi der Erfindung eignet sich insbesondere 
fiir die Herstellung von defektreduzierten Halbleiterstruktu- 
30 ren, insbesondere von defektreduzierten Halbleiterstrukturen 
auf Basis von Nitrid-III/V-Verbindixngshalbl-eitermaterial . 

Unter die Gruppe von auf Nitrid-IIl/V- 

Verbindungshalbleitermaterial basierenden strahlungsemittie- 
35 renden Halbleiterstrukturen fSllt im vorliegenden Zusammen- 
hang insbesondere jede fiir ein strahlungsemittierendes Halb- 
leiterbauelement geeignete Halbleiterstaniktur, die eine 
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Schichtenfolge aus unterschiedlichen Einzelschichten aufweist 
und die mindestens eine Einzelschicht enthalt, die ein Nit- 
rid- Ill/V-Verbindungshalbleitermaterial, vorzugsweise aus dem 
Nitrid-III/V-Verbindungshalbleitermaterialsystem InxAlyGai-x-yN 
5 mit OSx^l, O^y^l und x+y ^ 1, aufweist. Eine Halblei- 
terstruktur auf Basis von GaN weist beispielsweise mindestens 
eine Halbleiterschicht auf, die InxAlyGai-x-yN mit 0 ^ x !S 1, 0 
< y <* 1 und x+y < 1 enthalt. 

Dies schliefit natiirlich nicht aus, dass neben In, Al und/oder 
10 Ga und N in der Zusammensetzung auch weitere Elemente enthal- 
ten sein konnen. Eine solche Halblei terstruktur kann bei- 
spielsweise einen herkommlichen pn-Ubergang, eine Doppelhete- 
rostruktur, eine Einfach-Quantentopf struktur (SQW-Stroiktur) 
Oder eine Mehrf ach-Quantentopf struktur (MQW-Strukur) aufwei- 
15 sen. Solche Strukturen sind dem Fachmann bekannt und werden 
von daher an dieser Stelle nicht nSher erlSutert. 

Der wahrend des Verfahrens abgetrennte Teil des Aufwachs- 
substratwafers wird vorzugsweise zur Herstellung weiterer 
20 Halblei terchips verwendet und dazu mit einem weiteren 

Hilf stragerwafer verbunden, von dem dann entsprechend der o- 
ben geschilderten Vorgehensweise wiederum ein Teil abgetrennt 
wird. Dies kann vorteilhafterweise mehrf ach wiederholt wer- 
den, so lange bis der Aufwachssubstratwafer aufgebraucht ist. 

25 

Die Halbleiterschichtenfolge kann beispielsweise mittels me- 
tal lorganischer Dampfphasenepitaxie (MOVPE) , Molekularstrah- 
lepitaxie (MBE) und/oder Flussigphasenepitaxie (LPE) oder 
mittels einer anderen herkommlichen Methode hergestellt wer- 
30 den. 

Durch die oben erlauterte Kombination des thermischen Abtren- 
nens von Teilen eines Auf wachssubstratwaf ers beispielsweise 
aus GaN mittels implantierter Trennzone mit einem Laser- 
35 Liftoff eines Hilf stragerwaf ers. fCir einen beim thermischen 
Abtrennen verbleibenden Teil des Aufwachssubstratwafers kon- 
nen insbesondere Hochleistungs-Leuchtdioden preisgtinstig auf 
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hochwertigen GaN-Quasisubstraten hergestellt werden. AuSerdem 
kann die GaN-basierte Dunnf ilm-Technologie zur Herstellung 
von Leuchtdioden durch Verwendung von def ektreduzierten und 
:gitterangepassten GaN-Quasisubstraten optimiert werden. 
• 5 • 

Weitere Vorteile, Ausfuhrungsformen und Weiterbildungen des 
Vigrfahrens ergeben sich aus den im Folgenden in Verbindung 
mit den Figuren la bis 2h erlSuterten Ausfiihrungsbeispielen. 
Es zeigen: 

10 

Figur la bis li eine schematische Darstellung des Verfahrens 
gemaiS einem ersten Aus fiihrungsbei spiel und 

Figur 2a bis 2h eine schematische Darstellung des Verfahrens 
15 gemifi einem zweiten Ausf Cihrungsbeispiel . 

In den Figuren sind gleiche oder glei<:hwirkende Bestandteile 
jeweils mit dem gleichen Bezugszeichen versehen. Die schema- 
tischen Darstellungen sind nicht als mafistabsgerecht zu be- 
20 trachten. 

Bei dem Verfahren gemaS dem ersten Ausfuhrungsbeispiel wird - 
eine Mehrzahl von Leuchtdiodenchips auf Basis von Nitrid- 
Ill/V-Verbindungshalbleitermaterial hergestellt . 

25 

Es wird zunachst in einem Aufwachssubstratwaf er 1 aus Nitrid- 
basiertem Material, beispielsweise aus <3aN, bereitgestellt . 
In dem Aufwachssubstratwafer 1 wird eine im Wesentlichen pa- 
rallel zu einer Hauptfl^che 100 des Aufwachssubstratwafers 

30 liegende Trennzone 4 ausgebildet (vgl. Figur la) . Dies er- 

folgt vorzugsweise mittels lonen-Itrqplantation {beispielsweise 
von Wasserstoff) durch die Hauptflache 100 des Aufwachs- 
substratwafers 1 (angedeutet durch die Pfeile 3) hindurch. 
Die Trennzone 4 befindet sich hierbei im mit lonen implan- 

35 tierten Bereich des Aufwachssubstratwafers 1, Bin derartiges 
Verfahren ist prinzipiell beispielsweise aus der US 5,374,564 
und aus der US 6,103,597 bekannt . 
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Nachfolgend wird der Aufwachssubstratwaf er 1 mit einem 
Hilfstragerwafer 2 verbunden, und zwar vorzugsweise mit der 
Hauptflache 100 zum Hilfstragerwafer 2 hin gerichtet (vgl, 
5 Figur lb) . 

Der Hilfstragerwafer 2 ist fiir eine energiereiche elektromag- 
netische Strahlung, insbesondere fQr Laserstrahlung, die fOr 
ein spiteres Laser-Abhebeverfahren (wie weiter iinten erlSiu- 
10 tert) verwendet wird, durchlaasig- Bevorzugt ist der 

Hilfstragerwafer 2 fur einen Wel-lenlangenbereich unterhalb 
von 360 nm durchlassig. Vorzugsweise ist der Hilf strS.gerwaf er 
2 hinsichtlich seines thermischen Ausdehnungskoef f izienten an 
den Aufwachssubstratwaf er 1 angepasst. 

15 

Der Hilfstragerwafer 2 besteht beispielsweise im Wesentlichen 
aus Saphir und/oder AIN. Der Hilfstragerwafer 2 kann vorteil- 
hafterweise polykristallin sind. Die Verbindung zwischen detn 
Aufwachssiabstratwafer 1 und detn Hilfstragerwafer 2 kann bei- 
20 spielsweise vermittels Siliziumoxid hergestellt werden. 

Danach wird ein aus Sicht der Trennzone 4 vom Hilfstragerwa- 
fer 2 abgewandter Teil 11 des Aufwachssubstratwaf ers 1 ent- 
lang der Trennzone 4 abgetrennt, vorzugsweise thermisch abge- 
25 sprengt (vgl. Figur Ic) . Ein derartiges Verfahren ist prinzi- 
piell beispielsweise wiederum aus der US 5, 374, 564 und aus 
der US 6,103,597 bekannt. 

Die durch den im vorigen Absatz erlSuterten Trennprozess 
30 freigelegte Trennflache des auf dem Hilfstragerwafer 2 yer- 
bliebenen Teiles 12 des Aufwachssubstratwaf ers 1 wird nach- 
folgend beispielsweise mittels Atzen und/oder Schleifen der- 
art prapariert, dass sie sich als Auf wachsfl ache 121 fur ein 
epitaktisches Aufwachsen einer Halbleiterschichtenfolge 5 fur 
35 die vorgesehenen Halbleiterstrukturen eignet . 
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Die Halbleiterschichtenfolge 5 wird nachfolgend beispielswei- 
se mittels metallorganischer Dampfphasenepitaxie (MOVPE) auf 
die Aufwachsfiache 121 aufgewachsen (vgl. Figur Id). 

5 Auf die vom Hilf stragersubstrat 2 abgewandte Seite der Halb- 
leiterschichtenfolge 5 wird eine beispielsweise metallische 
elektrische Kontaktschicht 6 aufgebracht. Diese Kontakt- 
schicht 6 kann zum Beispiel aus einem herk6mmlichen fCir das 
vorliegende Halbleitermaterialsystem geeigneten Kontakt- 

10 schichtmaterial bestehen. Solche Kontaktschichtmaterialien 

- sind dem zustandigen Fachmann bekannt und werden von daher an 
dieser Stelle nicht naher erlautert . Zusatzlich kann, wie es 
beispielsweise fur die Herstellung von so genannten Dunn- 
schicht-Leuchtdiodenchips erforderlich ist, zwischen Halblei- 

15 terschichtenfolge 5 und Kontaktschicht 6 oder auf die Kon- 
taktschicht 6 eine ref lektierende Schicht (nicht gezeigt) 
aufgebracht werden* 

Danach wird die Halbleiterschichtenfolge 5 beispielsweise 
20 mittels Maskieren und Atzen zu einer Mehrzahl von Halbleiter- 
schichtstapel 51 (Mesen) strukturiert (vgl. Figur le) . 

Auf die Flanken der Halbleiterschichtstapel 51 wird nachfol- 
gend eine Passivierungsschicht 9 aufgebracht. Auch diese kann 
25 aus einem herkSramlichen fCir das vorliegende Halbleitermateri- 
alsystem geeigneten Passivierungsmaterial bestehen. Solche 
Passivierungsmaterialien sind dem zustSndigen Fachmann wie- 
derum gelaufig und werden von daher an dieser Stelle nicht 
naher erlautert . 

30 

Nach diesen Prozess-Schritten werden die Halbleiterschicht- 
stapel 51 auf ihrer vom Hilf stragersubstrat 2 abgewandten 
Seite beispielsweise durch Bonden mit einem mechanisch ver- 
gleichsweise stabilen Chipsubstratwaf er 7 verbunden (Figur 
35 If) . Dieser besteht beispielsweise aus Ge, kann aber auch aus 
einem anderen geeigneten elektrisch leitfahigen Chiptragerma- 
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terial bestehen. Ein Beispiel hierfiir ist GaAs. Ebenso eignen 
sich prinzipiell auch Metalle wie Mo oder Au. 

Danach erfolgt durch den Hilf stragerwaf er 2 hindurch tnittels 
5 Lasers trahlung (in Figur Ig angedeutet durch die Pfeile 10) 
ein Abheben des Hilf stragerwaf ers 2 von den Halbleiter- 
schichtstapeln 51. Dazu kann entweder die Verbindungsschicht 
zwischen Hilf stragerwaf er und dem verbliebenen Teil des Auf- 
wachssubstratwafers, beispielsweise eine Siliziumoxid- 

10 Bondschicht, oder eine an der Grenzflache zur oder in der Na- 
he der Verbindungsschicht befindliche Halbleiterschicht se- 
lektiv thermisch zersetzt warden. Optional kann vor dem Ver- 
binden des Hilf stragerwaf ers 2 mit dem Auf wachssubstratwafer 
1 auf den Hilf stragerwaf er 2 eine Opferschicht aufgebracht 

15 werden, die dann bei diesem Abhebeschritt vermittels der La- 
sers trahlung zersetzt wird. 

Therraische Spannungen in der Struktur wShrend der Bestrahlung 
mittels Laserstrahlung erleichtern dabei die Rissausbr^itung 
20 in der Bondebene. 

Geeignete Laser-Abhebe-Verf ahren (auch Laser-Liftoff- 
Verfahren genannt) sind beispielsweise aus der WO 98/14986 
bekannt, deren Of f enbarungsgehalt insofern hiermit durch 
25 Riickbezug aufgenommen wird. 

Nach dem Abheben des Hilf stragerwafers 2 wird die dadurch 
freigelegte Seite der Halbleiterschichtstapel 51 fertigpro- 
zessiert. Hierbei konnen beispielsweise elektrische Kontakt- 
30 strukturen 8 aufgebracht, eine Aufrauhung erzeugt und/oder 
eine Passierungsschicht aufgebracht werden (vgl. Figur Ih) . 

SchlieSlich wird der Verbund aus Halbleiterschichtstapeln 51 
und Chiptragerwaf er 7 beispielsweise mittels Sagen und/oder 
35 Brechen des Chiptragersubstratwaf ers 7 zwischen den Halbl^i^ 
terschichtstapeln 51 zu einzelnen Leucht<iiodenchips 20 ver- 
einzelt (vgl. Figur 1 i) , 
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Bei dem zweiten Ausfuhrungsbei spiel entsprechen die Verfahr 
rensschritte bis zum Aufbringen der epitaktischen Halbleiter- 
schichtenfolge 5 (vgl . Figuren 2a bis 2d) den entsprechenden 
5 verfahrensschritten des ersten Ausfuhrungsbeispieles (vgl. 
Figuren la bis Id) . , 

Im Unterschied zum ersten Ausfiihrungsbeispiel wird die Halb- 
leiterschichtenfolge 5 gegebenenfalls falls erforderlich in- 

1.0 klusive Kontaktsicht 6 und in den nicht vor dem Aufbringen 
des Chiptragersubstratwafers 7 zu Halbleiterschichtstapel 51 
strukturiert , sondern erst nach Aufbringen des Chiptrager- 
substratwafers 7 (vgl. Figur 2e) und Abtrennen des Hilfstra- 
gerwafers 2 (vgl. Figur 2f ) . Die Kontaktschicht 6 ist in Fi- 

15 gur 2d nur gestrichelt angedeutet und in den Figuren 2e bis 
2h weggelassen, da sie beim konkreten Beispiel nicht erfor- 
derlich ist. 

Das Aufbringen des Chiptragersubstratwafers 7 und das Abtren 
20 nen des Hilf stragerwaf ers 2 erfolgt analog zu den entspre- 
chenden Verfahrensschritten des oben beschriebenen ersten 
Ausf uhrungsbeispieles . 

Nach dem Abtrennen des Hilf stragersubstrats 2 wird die epi- 
25 taktische Halbleiterschichtenfolge 5 zu einzelnen Halbleiter 
schichtstapeln 51 strukturiert und werden auf die Halbleiter 
schichtstapel 51 elektrische Kontaktschichten 81,82 aufge- 
bracht (vgl. Figur 2g) . Dies kann mittels h€rk6mmli<:her Mas- 
ken- und Atztechnik bzw. Metallisierungstechnik erfolgen. 

30 

SchlieSlich wird der Verbund aus HaLbleiterschichtstapeln 51 
und Chiptragerwaf er 7 beispielsweise mittels Sagen und/oder 
Brechen des Chiptragersubstratwafers 7 zwischen den Halbl^i- 
terschichtstapeln 51 zu einzelnen Leuchtdiodenchips 20 ver- 
35 einzelt (vgl. Figur 2h) . 
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Die Erfindung ist selbstverstandlich nicht durch die bei- 
spielhafte Beschreibung anhand der Ausfuhrungsbeispiele auf 
diese beschrankt. Vielmehr umfasst die Erfindung jedes neue 
Merkmal sowie jede Kombination von Merkmalen, was insbesonde- 
re jede Kombination von einzelnen Merkmalen der verschiedenen 
PatentansprQche oder der verschiedenen Ausf\ihrungsbeispiele 
untereinander beinhaltet, auch wenn das betreffende Merkmal 
Oder die betreffende Kombination. selbst nicht explizit in den 
PatentansprCiGhen oder Ausfuhrungsbeispielen angegeben ist. 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zum Herstellen einer Mehrzahl von Halbleiter- 
chips (20), insbesondere von strahlungsetnittierenden Halb- 
5 .leiterchips, mit jeweils mindestens einem epitaktisch her- 
gestellten funktionellen Halbleiterschichtstapel (51) , das 
folgende Verfahrensschritte umfaSt: 

- Bereitstellen eines Aufwachssxibstratwafers (1), der im 
Wesentllchen Halbleitermaterial aus einem hinsichtlich 

10 Gitterparameter gleichen oder ahnlichen Halbleitermateri- 

alsystem umfafit wie dasjenige, auf dem eine Halbleiter- 
schichtenfolge (5) fiir die funktionellen Halbleiter- 
schichtstapel (51) basiert, 

- Ausbilden einer parallel zu einer HauptflSche (100) des 
15 Aufwachssubstratwafers (1) liegende Trennzone (4) im Auf- 

wachssubst rat wafer (1) , 

- Verbinden des Aufwachssubstratwafers (1) mit einem 
Hilfstragerwafer (2), 

- Abtrennen eines aus Sicht der Trennzone (4) vom 

20 Hilfstragerwafer (2) abgewandten Teiles (11) des Aufwachs- 

substratwafers (1) entlang der Trennzone (4), 

- Ausbilden einer Auf wachsfl ache (121) auf dem auf dem 
Hilfstragerwafer (2) verbliebenen Teil (12) des Aufwachs- 
substratwafers fur ein nachfolgendes epitaktisches Auf- 

25 wachsen einer Halbleiterschichtenfolge (5) , 

- Epitaktisches Aufwachsen der Halbleiterschichtenfolge 
(5) auf die Aufwachsf lache (121) , 

- Aufbringen eines Chipsubstratwafers (7) auf die Halblei- 
terschichtenfolge (5) , 

30 - Abtrennen des Hilf stragerwaf ers (2) , und 

- Vereinzeln des Verbundes von Halbleiterschichtenfolge 
(5) und Chipsubstratwafer (7) zu voneinander getrennten 
Halbleiterchips (20) . 

35 2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem vor dem Aufbringen des 
Chipsubstratwafers (7) die Halbleiterschichtenfolge (5) zu 
einer Mehrzahl von nebeneinander auf dem Hilfstragerwafer 
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(2) angeordneten epitaktischen Halbleiterschichtstapeln 
(51) strukturiert wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, bei dem zumindest Flanken der 

5 epitaktischen Halbleiterschichtstapel (51) zumindest t«il- 

weise mit Passivierungsmaterial (9) versehen werden. 

4. Verfahren nach mindestens einem der AnsprCiche 1 bis 3^ bei 
dem vor dem Aufbringen des Chipsubstratwafers (7) die epi- 

10 taktische Halbleiterschichtenfolge (5) mit einer elektri- 

schen Kontaktschicht (€) versehen wird. 

5. Verfahren nach mindestens einem der Anspruche 1 bis 4, bei 
dem die Trennzone (4) mittels lonen- Implantation ^rzeugt 

15 wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem Wasserstoff implantiert 
wird . 

20 7. Verfahren nach mindestens einem der Anspruche 1 bis 6, bei 
dem der aus Sicht der Trennzone (4) vom Hilf stragerwafer 
(2) abgewandte Teil (11) des Aufwachssubstratwaf ers (1) 
entlang der Trennzone (4) thermisch abgesprengt wird. 

25 8. Verfahren nach mindestens einem der Anspruche 1 bis 7, bei 
dem der Hilf stragerwafer (2) fur elektromagnetische Strah- 
lung mit Wellenlangen unterhalb von 360 nm durchlassig 
ist. 

30 9. Verfahren nach mindestens einem der Anspruche 1 bis .8, bei 
dem der Hilf stragerwafer fur energiereiche el-ektromagneti- 
sche Strahlung, insbesondere fur Laserstrahlung -durchlas- 
sig ist. 



35 



10. Verfahren nach Anspruch 9, bei dem der Hilf stragerwafer 
(2) mittels eines Laser -Abhebeverfahrens von der Halblei- 
terschichtenfolge (5) bzw. von den Halbleiterschichtsta- 
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peln (51) abgetrennt wird. 

11. Verfahren nach mindestens einem der Anspruche 1 bis 10, 
bei dem der Hilf stragerwaf er (2) hinsichtlich seines ther-, 

5 mischen Ausdehnungskoef f izienten an den Aufwachssubstrat- 

wafer (1) angepasst ist. 

12. Verfahren nach mindestens einem der TVnspruche 1 bis 11, 
bei dem der Hilf stragerwaf er <2) polykristallin ist. 

10 

13. Verfahren- nach mindestens einem der Anspruche 1 bis 12, 
bei dem die Verbindung zwischen dem Aufwachssubstratwaf er 

(1) und dem Hilf stragerwaf er (2) vermittels Siliziumoxid 
hergestellt wird. 

15 

14. Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 13, 
bei dem die Halbleiterschichtenfolge (5) mindestens eine 
Halbleiterschicht auf der Basis von GaN umfasst und das 
Material des Auf wachssubstrat wafers (1) ebenfalls auf GaN 

20 basiert. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, bei dem der Hilf stragerwaf er 

(2) aus Saphir und/oder AlN besteht. 

25 16. Verfahren nach mindestens einem der Anspruche 1 bis 15, 
bei dem die Aufwachsf lache (121) mittels Atzen und/oder 
Schleifen fur das epitaktische Aufwachsen der Halbleiter- 
schichtenfolge (5) prapariert wird. 



wo 2005/004231 



PCT/DE2004/001329 



1/6 



FIG 1a 



illllillUllllllLioo 



FIG 1b 



3^1 





ERSATZBLATT (REGEL 26) 



wo 2005/004231 



PCT/DE2004/001329 




ERSATZBLATT (REGEL 26) 



wo 2005/004231 



PCT/DE2004/001329 



3/6 

FIG 1g 

10 



51{ 



FlG1h 



8 



51{ 



51 



8 



} 



51 
7 



8 

















51 6 






Fl61i 


1 

8 

X 


20 



ERSATZBLATT (REGEL 26) 



wo 2005/004231 



PCT/DE2004/001329 



4/6 



FIG 2a 



lUUIillUlililLioo 



FIG 2b 



ft 



ft 



ft 



3-1 





ERSATZBLATT (REGEL 26) 



wo 2005/004231 



5/6 



PCT/DE2004/001329 




ERSATZBLATT (REGEL 26) 



wo 2005/004231 



6/6 



PCT/DE2004/001329 



FIG 2g 



51' 



81 


1 

82 
il 




i 


■ — ' 


1 










I 1 


! 

1 


! \ 

i 



FIG 2h 



81 20 
,82 



i 



—7 



ERSATZBLATT (REGEL 26) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



i^matioi 

Wr/o 



inal Application No 

/DE2004/001329 



A. CUSSIRC ATiON OF ^BJECT RflATTER . ^ 

IPC 7 H01L21/762 H01L33/00 



Aocordlng to International Patent ClasslRcation (tPC) or to bom national dassiBcatfon and IPC 



B. nELOS SEARCHED 



IMhlmum documentation searched (dassIficaUon system toOowed ty dassificalion symtiols) 

IPC 7 HOIL 



Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are Included in the fields searched 



Electronic data base consulted during the intemattonat search (name of data t>a8e and. where pradicai, search tenns used) 

EPO-Internal 



C. DOCUMENTS CONSiPERED TO BE RELEVANT 



Category* 



Citation of document, wfth indication, where appropriate, of the relevant passag e s 



Relevant to dalm No. 



wo 02/33760 A (HAERLE VOLKER ; HAHN 
BERTHOLD (DE); BADER STEFAN (DE); EISERT 
DOMINIK) 25 April 2002 (2002-04-25) 
the whole document 



WO 02/37556 A (COMMISSARIAT ENERGIE 
ATOMIQUE ; ASPAR BERNARD (FR); JALAGUIER 
ERIC (FR) 10 Hay 2002 (2002-05-10) 
the whole document 



WO 02/43112 A (GHYSELEN BRUNO ; LETERTRE 
FABRICE (FR); S 0 I TEC SILICON ON 
INSULATOR) 30 May 2002 (2002-05-30) 
the whole document 



1-16 



1-16 



1-16 



US 2003/113983 Al (HENLEY FRANCOIS J 
AL) 19 Oune 2003 (2003-06-19) 
the whole document 



ET 



-/-- 



13 



Further documents are listed In the continuation of box C. 



j{ I Patent famDy members are listed In annex. 



• Spedal categories of dted documents : 

•A* document defining the general state of the ait which Is not 

considered to be of particular relevance 
*E' earner docunrtent but publtehed on or after the International 

fOingdate 

'L* docuntent which may throw doubts on priorlly cla]m(s)or 
which is Cited to establish the publlcaUon date of another 
dtation or other spedai reason (as specified) 

•O" document refentng to an oral disdosurB, use, exhibition or 
other means 

*P* document published prbr to the International flDng date but 
later than the priority dale claimed 



n* later document published after the Internationa] fiUng dale 
or priority date and not In conflict with the application txjt 
died to understand the prtncipte or theory underlying the 
Invention 

"X* document of particular relevance; the dahied invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an Inventive step when the document Is talcen alone 

■Y* document of particular relevance; the dalmed Invention 
cannot be considered to involve an inventive step when the 
document Is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person sMBed 
In the art 

document member of the same patent family 



Date of the actual completion of the intemalionai search 



14 October 2004 



Date of mafllng of the intemational search report 



27/10/2004 



Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office. P.B. 5816 Patentlaan 2 
NL-2280HVRgswIjk 
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 851 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Authorized officer 



Rodrlguez-Glronis, M 



Fam PCT/ISA/21 Q (second sheet) (Januaiy 2004) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



h^matlonal AppHcaUon No 

WT/DE2004/001329 



C^ContinuaUon) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Caiegoiy • Citation of document, witti Indlcatton, where approprtaie. of the relevant passages 



Relevant to dalm No. 



EP 1 244 139 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO 
LTD) 25 September 2002 (2002-09-25) 
paragraph *0029! - paragraph '0040! 



8-10 



Fam PCT/ISAaiO <oantlnuatlon of aaoond sheai) (Januaiy 2004) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

Information on patent family membefs 



h^naUon^ AppItoeUon No 

Wr/DE2004/001329 



Patent document 
dted in search report 



Put>licatk)n 
date 



Patent family 
member(8) 



Publication 
date 



WO 0233760 A 


25-04-2002 


DE 


10051465 Al 


02-05-2002 






CN 


1426603 T 


25-06-2003 






CN 


1471733 T 


28-01-2004 






WO 


0182384 Al 


01-11-2001 






WO 


0233760 Al 


25-04-2002 






EP 


1277240 Al 


22-01-2003 

. fm tm W A bWVW 






EP 


1327267 Al 


16-07-2003 






JP 


2003532298 T 


28-10-2003 






JP 


2004512688 T 


22-04-2004 






TW 


567616 B 


21-12-2003 






TW 


513818 B 


11-12-2002 






US 


2004056254 Al 


25-03-2004 






US 


2004033638 Al 


19-02-2004 






FR 


2816445 Al 


10-05-2002 






AU 


2373502 A 


15-05-2002 






CN 


1473361 T 


04-02-2004 






EP 


1344249 Al 


17-09-2003 






WO 


0237556 Al 


10-05-2002 






OP 


2004513517 T 


30-04-2004 






TW 


513752 B 


11-12-2002 






US 


2004014299 Al 


22-01-2004 




30-05-2002 


FR 
r i\ 


iLOX/i97*t fix 








AU 


2203602 A 


03-06-2002 






CN 


1478295 T 


25-02-2004 






EP 


1344246 A2 


17-09-2003 






WO 


0243112 A2 


30-05-2002 






JP 


2004517472 T 


10-06-2004 






TW 


536728 B 


11-06-2003 






US 


2004029359 Al 


12-02-2004 


us 2003113983 Al 


19-06-2003 


US 


2001026997 Al 


04-10-2001 






US 


6284631 Bl 


04-09-2001 






us 


6033974 A 


07-03-2000 






us 


6291313 Bl 


18-09-2001 






us 


5994207 A 


30-11-1999 






us 


6448152 Bl 


10-09-2002 






AU 


7685198 A 


08-12-1998 






OA 


2290104 Al 


19-11-1998 






CN 


1255237 T 


31-05-2000 






EP 


0995227 Al 


26-04-2000 






JP 


2001525991 T 


11-12-2001 






WO 


9852216 Al 


19-11-1998 






US 


6391740 Bl 


21-05-2002 






US 


6013567 A 


11-01-2000 






US 


6511899 Bl 


28-01-2003 






US 


2002115264 Al 


22-08-2002 






US 


2002055266 Al 


09-05-2002 






US 


6048411 A 


11-04-2000 






US 


6159824 A 


12-12-2000 






us 


5985742 A 


16-11-1999 






US 


6146979 A 


14-11-2000 






us 


6013563 A 


11-01-2000 






us 


6010579 A 


04-01-2000 






us 


6159825 A 


12-12-2000 






us 


6155909 A 


05-12-2000 






us 


6245161 Bl 


12-06-2001 



Foini PCT/ISA/S10 (jpetsnt tenU|y annex) (January 2004) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

InfermaUon on patent family members 



maUenal AppHeatlen No 

/DE2004/001329 



^OWIII UWvVlllralii 




Publication 




Patent temlly 




Piit)llcatlon 


dtsd In search report 




data 




inembef(s) 




date 


US 2003113983 


Al 


US 


6162705 


A 


19-12-2000 






US 


6290804 


Bl 


18-09-2001 






US 


2002081823 


Al 


27-06-2002 






US 


6413837 


Bl 


02-07-2002 






US 


6528391 


Bl 


04-03-2003 






US 


6187110 


Bl 


13-02-2001 






us 


6294814 


Bl 


25-09-2001 






us 


2002106870 


Al 


08-08-2002 






us 


6558802 


Bl 


06-05-2003 






us 


6335264 


Bl 


01-01-2002 






us 


6458672 


Bl 


01-10-2002 






us 


2002056519 


Al 


16-05-2002 


EP 1244139 


A 


25-09-2002 


EP 


1244139 A2 


25-09-2002 






OP 


2003007616 A 


10-01-2003 






us 


2002137248 Al 


26-09-2002 



Font PCT/ISIVS10 (palart temlV onneot) (January 2004} 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



latlonales Aktenzeiclien 

/DE2004/001329 



A. KUSSIRZIERUNG DES ANMELOaNGSGEGEI^TANDES 

IPK 7 H01L21/762 H0lL33/00 



Nach der Intemaltonalen PatentWassffa<ation (IPK) Oder nach der nallonaten tqaasfllKalton undctef tPK 



& RECHERCHIERTEGEBIETE 



Redierchierter MindestprQfstoff (KlassifikaOons^em und KlassUlkeUonssymbot^ 

IPK 7 HOIL 



Recheiciiterte aber nicht zum MiMleslprfHtum geMmmte VeiMent^ 



wahrend dar Intemationalen Recheiche konsulUeite elektionlsclie Dalsnbank (Name der Oatenbenk und evIL veiwendele SuchbegriBe) 

EPO-Internal 



C. ALS WeSENTLICH AW0E8BHEN6 UWTERLAOEN 



Kategof)e° Bezslchnung der Veieflentldiung, aoMK eiftwtertteh unter Angab* der In BetiaeM tommenden TeUe 



Belr.AiMpnwhNr. 



WO 02/33760 A (HAERLE VOLKER ; HAHN 
BERTHOLD (DE); BAOER STEFAN (DE); EISERT 
D0MINIK) ,25. April 2002 -(2002-04-25) 
das ganze Dokument 

WO 02/37556 A (COMMISSARIAT EMER6IE 
ATOMIQUE ; ASPAR BERNARD (FR); JALAGUIER 
ERIC (FR) 10. Mai 2002 (2002-05-10) 
das ganze Dokument 

WO 02/43112 A (GHYSELEN BRUNO ; LETERTRE 
FABRICE (FR); S 0 I TEC SILICON ON 
INSULATOR) 30. Mai 2002 (2002-05-30) 
das ganze Dokument 



1-16 



1-16 



1-16 



US 2003/113983 Al (HENLEY FRANCOIS J 
AL) 19. Juni 2003 (2003-06-19) 
das ganze Dokument 



ET 



\2\ 



Wetteie Veraifentlichungen stnd der Foitsetzung von fOdCzti 
entnehmen 



Slehe Anhang Patentfanrdie 



* Besondere Kalegoilen von angegebenen Ver5ffenUichungen 
*A* Vaf^ffentOchuna die den allgemeinen Stand derTechnlKdefiniert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusefien ist 

"E' dSeres Doiojment, das {edoch erst am oder nach cfem bitematkmaten 
Anmetdedatum ver&ffenUicht worden bt 

*L' Veroffentlichung, die geeignet 1st. einen Priorltdlsanspruch zwetfelhaft er- 
schelnen zu lassen, Oder duich die dae Verdffent&chungsdatum einer 
anderen im Recherchenberfcftt genannten VerCffantlichung belegt werden 
soil Oder dte aus elnam anderen besondeien Gmnd angegeben ist (wie 
ausgefflhil} 

'0* VerOfrenttichimg,dies(diaufeindmOnd[iche Offenbarung. 

eine Benutzung. elne AussteQung oder andeie MaBnahmen bezieM 
'P* VerGffentDchung, die vor dem intemationalen Anmeldedatum. aber nach 

dem beanspnichten Priorttatsdatum ver6ftentKcht worden bt 



T Spatere Verdffentllchung, die nach dem Intemalionaten Anmeldedalum 
Oder dem Prtoitfitsdalum verOffentUcht worden ist und irA der 
Anmeidung nteht i<olildiert, eondem nur zum Verstftndnis des der 
EffindUng ztfgrundeliagenden Pri nzf ps oder der ihr zugrundsOegend en 
Theorie angegeben IsT 

'X' Verdffentlichung von besondeierBedeutung; die beanspruchte Efflndung 
Icann atiein au^rund (fieser VerdftentOchung nicht ais neu oderauf 
etflnderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

*Y* Verfilfentttchung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Efflndung 
kann nicht als aiif erfinderlscher TfiUgtcelt benihend betnatchtet 
werden, wenn die VerOfrentlk:hung mtt etner oder mehreren andeien 
Verdffentilchungen dieser ICategorte in Verblndung gebrachi wild und 
diese Verblndung fOr elnen Fadimann naheUe^end ist 

'&* VerdffentQchung, die MfigQed darselben PalentfamiDe ist 



Datum des Abschlusses der intemationaten Recherche 



14. Oktober 2004 



Absendedatum des Intemationalen Bechecdhenbertehts 



27/10/2004 



Name und Postansohrfft der bitematkmalen Recherchenbehdfde 
EuropSisches Patentamt P.B. 5818 PatenOaan 2 
NL-2280HVRQswfj)c 
Tel (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 



BevoUmfictitigler Bediensteter 

Rodrlguez-Gironfis, M 



Fomiblatt PCT/ISA/210 (Biatt 2} (Januar £004) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



Wt/0E20 



:T/0E2004/001329 



C.(Fort8etziJng) ALSWESENTUCHANGESEHENEUNTERLAGEN 



Kalegorie* Bazelchnung der VerOffentflchung. soweB ecforderiteh unter Angabe der In Betrachl kommenden TeDe 



Betr. Anspruct) Nr. 



EP 1 244 139 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO 
LTD) 25. September 2002 (2002-09-25) 
Absatz '0029! - Absatz '0040! 



8-10 



FaMUaU PCmSASIO (Foitsrtang vol BM S) (Januir 2004) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 
Angaben zu VeiOnent^^gen die zursellisn PatemtamBe aetAien 



iD^malkMales AMenzelciwn 

Wr/OE2004/001329 



Im Recherchenberfcht 




Datum der 








natLifn dfir 


8nQ6fOhrt6s Patsntdokumsnt 




VenOffenUlchiing 




Patentfamille 




VerOffentilchung 


wo 0233760 


A 


25-04-2002 


DE 


10051465 


Al 


02-05-2002 




CN 


1426603 


T 


25-06-2003 






CN 


1471733 


T 


28-01-2004 






WO 


0182384 


Al 


01-11-2001 






WO 


0233760 


Al 


25-04-2002 






EP 


1277240 


Al 


22-01-2003 






EP 


1327267 


Al 


16-07-2003 






JP 


2003532298 


T 


28-10-2003 






JP 


2Q04512688 


T 


22-04-2004 






TW 


567616 


B 


21-12-2003 






TW 


513818 


B 


11-12-2002 






US 


2004056254 


Al 


25-03-2004 






US 


2004033638 


Al 


19-02-2004 


WO 0237556 


A 


10-05-2002 


FR 


2816445 


Al 


10-05-2002 




AU 


2373502 A 


15-05-2002 






CN 


1473361 


T 


04-02-2004 






EP 


1344249 Al 


17-09-2003 






WO 


0237556 Al 


10-05-2002 






JP 


2004513517 T 


30-04-2004 






TW 


513752 


B 


11-12-2002 






US 


2004014299 Al 


22-01-2004 




WO 0243112 


A 


30-05-2002 


FR 


2817394 Al 


31-05-2002 




AU 


2203602 A 


03-06-2002 






CN 


1478295 T 


25-02-2004 






EP 


1344246 A2 


17-09-2003 






WO 


0243112 A2 


30-05-2002 






JP 


2004517472 T 


10-06-2004 






TW 


536728 B 


11-06-2003 






US 


2004029359 Al 


12-02-2004 


US 2003113983 


Al 


19-06-2003 


US 


2001026997 


Al 


04-10-2001 




US 


6284631 


Bl 


04-09-2001 






US 


6033974 


A 


07-03-2000 






US 


6291313 


Bl 


18-09-2001 






US 


5994207 


A 


30-11-1999 






US 


6448152 


Bl 


10-09-2002 






AU 


7685198 


A 


08-12-1998 






CA 


2290104 


Al 


19-11-1998 






CN 


1255237 


T 


31-05-2000 






EP 


0995227 


Al 


26-04-2000 






JP 


2001525991 


T 


11-12-2001 






WO 


9852216 


Al 


19-11-1998 






US 


6391740 


61 


21-05-2002 






US 


6013567 


A 


11-01-2000 






US 


6511899 


Bl 


28-01-2003 






US 


2002115264 


Al 


22-08-2002 






US 


2002055266 


Al 


09-05-2002 






US 


6048411 


A 


11-04-2000 






us 


6159824 


A 


12-12-2000 






US 


5985742 


A 


16-11-1999 






us 


6146979 


A 


14-11-2000 






us 


6013563 


A 


11-01-2000 






us 


6010579 


A 


04-01-2000 






us 


6159825 


A 


12-12-2000 






us 


6155909 


A 


05-12-2000 






us 


6245161 


Bl 


12-06-2001 



Fom^ PCTASASIO (Anhang PalenBamile) (Januar 2C»4) 



INTERNATIONAL€R RECHERCHENBERICHT 
Angaben zu VertRent^^gen, die zur eelben Pa(lentlaih&l& gehOien 



l^mallonaies AMenzetehen 

Wr/OE2004/O01329 



Im Recherchenberlcht 
angefOhrtes Patentdokument 



Datum der 
VerOtfentiichung 



M]tglied(er) der 
Patenttamllte 



Datum der 
VeraffentUchung 



US 2003113983 Al 



EP 1244139 



25-09-2002 



us 


6162705 A 


19-12-2000 


us 


6290804 Bl 


18-09-2001 


us 


2002081823 Al 


27-06-2002 


us 


6413837 Bl 


02-07-2002 


us 


6528391 Bl 


04-03-2003 


us 


6187110 81 


13-02-2001 


us 


6294814 Bl 


25-09-2001 


us 


2002106870 Al 


08-08-2002 


us 


6558802 Bl 


Anno 

06-05-2003 


us 


6335264 Bl 


01-01-2002 


us 


6458672 Bl 


01-10-2002 


us 


2002056519 Al 


16-05-2002 


EP 


1244139 A2 


25-09-2002 


OP 


2003007616 A 


10-01-2003 


us 


2002137248 Al 


26-09-2002 



Foonblsll PCT/ISA«10 (Anhang Patonttamlle) panitar 2004) 



